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Chemické vodivostni senzory
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Senzorovy substrat s elektrodovymi systémy
vlevo interdigitdlni merici elektrody, vpravo topné vldkno
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Nanodisky SnO
(nanodiskettes) [3]
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PVD metoda depozice tenkych vrstev
Magnetronové naprasovani
Naprasovani kovl (Au, Pt, Pd, Sn, Bi...)
DC vysokonapét'ovy vyboj v inertnim plynu
RF naprasovani
Naprasovani dielektrickych materialt (oxidy kovu)
13.56 MHz stridavé predpéti proti nabijeni dielektrika

Magnetronovy vyboj v naprasovacce Naprasovaci systéem AJA Orion
(zdroj Wikimedia Commaons)e




Naprasované vrstvy Sn

» Vliv pracovniho tlaku na morfologii naprasené vrstv
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» Zlevap = (1; 3; 5)x103 Torr
» Zvetseni 50 kx

» RUZNA POROZITA VRSTVY



Dekuji za pozornost




